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A 1.050 1.250 0.041 0.049
A1 0.000 0.100 0.000 0.004
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e 0.650 TYP 0.026 TYP
e 1.200 | 1.400 0.047 | 0.055

L 0.525 REF 0.021 REF
L1 0.260 0.460 0.010 0.018

] 0° 8° 0° 8°
IR SR R A R http://www. tysemi. cn %010 WOt 11

TY3206 N I8 5+



RiEREZE TY3206
HEER
SOT-343
.'I -_F_.I_-
- - ||
1 — 1
] \ B
T o] o
W o __\ |
Svmbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
y Min Max Min Max
A 0.900 1.100 0.035 0.043
Al 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 0.900 1.000 0.035 0.039
b 0.150 0.350 0.006 0.014
C 0.080 0.150 0.003 0.006
D 2.000 2.200 0.079 0.087
E 1.150 1.350 0.045 0.053
E1 2.150 2.450 0.085 0.096
e 0.650 TYP 0.026 TYP
el 1.200 | 1.400 0.047 | 0.055
L 0.525 REF 0.021 REF
L1 0.260 0.460 0.010 0.018
2] 0° 8° 0° 8°
RN 5 SR E R A F http://www. tysemi. cn %11 0 3R 11 0

TY3206 N I8 5+



